
'에너지 구두쇠' 다중저항 기억 산화물 반도체소자개발

바나듐과 산소가 1대 2 비율로 결합된 산화물

반도체로서 온도나 압력 등 외부 자극에 의해

금속-절연체 간 상변화를 일으키는 이산화바나듐

소재를 활용하여, 인간 뇌의 뉴런-시냅스 구조를

모방한 병렬 구조의 스위칭 메모리소자 제작

뉴런의 스파이크 신호가 다양한 연결 강도를 갖는

시냅스를 통해 다른 뉴런으로 신호를 전달 하듯이, 

병렬 구조의 이산화바나듐에서 외부자극(열, 

전기)에 의한 금속-절연체 상의 생성 비율이

달라지는 점을 활용해 시냅스의 연결 강도를 구현

0과 1의 이진법 기반의 컴퓨팅이 아닌 여러

가지의 저항 상태를 표현·저장할 수 있는 다진법의

스위칭 메모리 소자 개발

[그림1] 뇌의 뉴런-시냅스구조

연구내용

기대효과

뇌 신경을 모방한 반도체소자는 초저전력 고성능

컴퓨팅 구현이 가능하여, 향후 차세대 뉴로모픽

컴퓨팅, 자율주행, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 

개발 등에 폭넓게 활용될 것으로 기대됨
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[그림2] (a) 뇌의뉴런-시냅스구조를모방한인공소자컨셉이미지및

(b,c) 여러가지저항상태를읽고쓰기가가능한메모리스위칭
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